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１．概要（Summary） 

データセンター内光インターコネクション用途に向けた

シリコンフォトニクス技術が活発に研究されている。しかし、

Si 光変調器の変調効率が充分に高くないことが課題とな

っている。我々は、化合物半導体を Si 導波路上にゲート

絶縁膜を介して貼り合わせたハイブリッドMOSキャパシタ

を用いた光変調器と提案し、さらなる高性能化に向けた

研究を進めている [1]。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

有機金属気相成長装置 

【実験方法】 

動作波長 1.3 mに対して、シリコン光導波路上に貼り

合わせる InGaAsP 薄膜が充分に透明になるように設計

する必要がある。技術代行により有機金属気相成長装置

を利用して、III-V/Si ハイブリッド光変調器向けの貼り合

わせ用 InPエピ基板を準備した。波長 1.3 m帯で動作

する光変調器を想定して、ハンドギャップ波長が 1.19 m

の InGaAsP層を含んだ層構造とした。また InGaAsP界

面での電子蓄積を利用するため、InGaAsP 層に適切な

n 型ドーピングを施した。また成長再表面の保護のため、

15 nm膜厚の InP層をキャップ層として追加した。またプ

ロセス時は InP キャップ層をエッチングで除去することを

想定して、InPはアンドープとした。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

素子作製の先立ち、パターン Si 基板上への基板貼り

合わせを試みた。Fig. 1 に貼り合わせ結果を示す。パタ

ーンを形成した Si基板上にも問題なく InP基板を貼り合

わせできることが分かった。このプロセスを用いた素子作

製が可能であることが分かった。 

 

Fig. 1 Wafer bonding result. 
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